Solution for researching

Cesta De Limpieza Personalizada De Ptfe Para Obleas
Semiconductores, Resistente A La Corrosion, Bajo Fondo De

Interferencia, Rack De Laboratorio
Numero de articulo: PL-CP267

Introduccion

Logre una pureza superior en la fabricacién de
semiconductores con nuestras cestas de
limpieza de PTFE personalizadas. Disefadas
para una resistencia quimica extrema y una
baja interferencia de fondo, estos racks
duraderos garantizan un procesamiento
eficiente de obleas, un drenaje rapido y un
rendimiento confiable en entornos criticos de
laboratorio de alta pureza.

Aprende mas

Aplicacion Descripcion Beneficio Clave

Proceso de Limpieza RCA

Grabado con Piranha

Inmersién en Acido
Fluorhidrico

Enjuague Post-CMP

Revelado en Fotolitografia

Preparacion para Analisis
de Trazas

Procesamiento de Obleas
de GaAs

Limpieza Ultrasénica

Utilizado durante las secuencias SC-1 y SC-2 para eliminar residuos

organicos y contaminantes metalicos de las obleas de silicio.

Manejo de obleas en una mezcla de &cido sulfirico y perdxid
para la eliminacién de fotoresina.

Eliminacién de capas de éxido nativo de sustratos de silicio utilizando

soluciones de HF concentradas o amortiguadas.

Limpieza de obleas después del Pulido Quimico Mecanico para eliminar

particulas de la suspensién y productos quimicos.

Soporte de sustratos durante el revelado y eliminacién de ca
fotoresina.

Limpieza de material de laboratorio y contenedores utilizado:
otras técnicas analiticas de alta sensibilidad.

Manejo de obleas de semiconductores compuestos a través de ciclos

especializados de grabado y enjuague.

Funcionando como un portador sumergido durante ciclos de
acustica de alta frecuencia.

Previene la recontaminacién debido a la superficie del material ultra
puro y de baja lixiviacion.

o de hidrégeno  Resistencia excepcional a entornos oxidativos agresivos sin
degradacidn estructural.

Inmunidad total al ataque del HF, asegurando la supervivencia a largo
plazo del equipo y la pureza del proceso.

El drenaje répido y las propiedades antiadherentes evitan que las
particulas de la suspension se adhieran a la cesta.

pas de La alta estabilidad dimensional garantiza un alineamiento y manejo
precisos durante los pasos criticos de litografia.
s en ICP-MS y Los niveles de fondo extremadamente bajos garantizan la maxima

precisién en la deteccién de impurezas metélicas traza.

Las estructuras de soporte suaves previenen la rotura de los
materiales de semiconductores compuestos fragiles.
limpieza Transmite eficientemente la energia ultrasénica mientras protege las
obleas del contacto mecénico con el tanque.

Detalles de Especificacion para PL-CP267

Identificador del
Modelo

Material Principal

Proceso de Fabricacién

Resistencia Quimica

Rango de Temperatura

Acabado Superficial

PL-CP267

PTFE Virgen de Alta Pureza (Politetrafluoroetileno)

100% Mecanizado CNC de Precisién (Sin residuos de moldeo

por inyeccién)

Resistencia completa a HF, H2S04, HNO3, HCI, KOH y Disolventes

Orgénicos
-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)

Acabado liso, de baja porosidad para minimizar la retencién

de particulas
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Detalles de Especificacion para PL-CP267

Opciones de Totalmente Personalizable (Tamafio de oblea, ancho de ranura, paso de
Configuracién ranura, disefio del asa)

Compatibilidad con Adecuado para obleas de 2", 3", 4", 6", 8"y 12" o dimensiones

Obleas personalizadas

L. ) Perfiles de ranura con fondo en V o en U disponibles para una escorrentia

Disefio de Drenaje Rk L
de fluido optimizada

Procesado especificamente para requisitos de impurezas metdlicas

Niveles de Fondo . .
inferiores a ppb
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